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はじめに 電気化学反応を介してAgなどの活性金属イオンが固体電解質である非晶質カ

ルコゲナイド中を移動する現象は，興味深い物理現象としてのみならず，センサー，メモ

リなど広い応用に向け研究されている。我々は相変化メモリに用いられている GeTe系薄

膜を利用した周波数逓倍素子の開発に取り組んでいる[1]。今回，導電性ブリッジメモリ

（CBRAM）素子を作成し，SET 状態，RESET状態に依存した高調波出力特性を得たので

報告する。 

 

 

Fig.1. (a) I-V characteristics of a GeTe8 CBRAM. The bias voltages for RF measurement were 

indicated by arrows. Input power dependence of the output power of the harmonics at the bias 

voltages of (b) -0.5V and (c) +0.5V. The RF input fundamental frequency was 150 MHz.    

 

結果と考察 GeTe8 50nm/Ag 50nmを基本構造とするCBRAMをフォトリソグラフィとEB

蒸着，RF マグネトロンスパッタリングにより作製した。Fig. 1(a)に示すように SET 電圧

が-0.1V 程度, RESET電圧が 0.3V程度の抵抗スイッチを示す。各バイアス電圧印加下にお

ける RF 波の透過特性をバイアス T と GSG 同軸プローブを用いて測定した。バイアス電

圧が-0.5V の SET 状態における入力電力–高調波出力電力を Fig.1(b)に，バイアス電圧が

+0.5Vの RESET 入力電力–高調波出力電力を Fig.1(c)に示す。SET/RESET 状態では抵抗値

だけでなく非線形が異なることを反映し，SET状態に比べ非線形性が高い RESET 状態で

は，入力 10dBm に対し 6 倍の高調波が確認出来た。講演では GeTe など他組成の結果も

紹介する。 
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